Technologieangebot

Neue Ansteuerung fir IGBT's (Insulated Gate Bipolar Transistor)

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Ein- und Ausschalten von
Leistungshalbleitern. Hierbei werden eine Uber den Leistungshalbleiter abfallende Spannung
sowie ein durch den Leistungshalbleiter flieRender Strom erfasst und gemessen und in ihrem
zeitlichen Verlauf wahrend des Schaltvorganges geregelt.

Das Einsatzgebiet dieser neuen Ansteuerung fur IGBT s (Insulated Gate Bipolar Transistor) sind
Frequenzumrichter zum drehzahlvariablen Betrieb von Asynchronmaschinen.

Der entscheidende Vorteil des vollig neuen Ansteuerungsverfahrens liegt darin, dass erstmals
die Strom- und Spannungsverlaufe wahrend des Schaltvorganges geregelt werden kénnen. Dies
fuhrt dazu, dass die in herkdmmlichen Schaltungen entstehenden Uberspannungen und
elektromagnetischen Interferenzen (EMI) deutlich reduziert werden.

Wahrend des Schaltvorganges der IGBT's fuhren diese strom- und spannungstransienten
Stérungen in herkdbmmlichen Ansteuerungen dazu, dass teure und aufwendige Losungen zur
Behebung der entstehenden Beeinflussung der Umgebung entwickelt werden mussen.

Anwendungen der neuen Ansteuerung:
Weille Ware” (z.B. Waschmaschinen)

e Bahntechnik ( z.B. ICE, Transrapid /Metrorapid)
e Frequenzumrichter im Bereich Industrie

Vorteile
- Geringere Kosten

- Leistungsgewinn
- Reduzierung der BaugrofRe (Volumen der Gerate) um 20 — 25%
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